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Tehtévi 1.

Meédrittele lyhyesti seuraavat aihealueeseen liittyvit Kisitteet (pelkkd suomennos ei riitd): a)
reverse recovery time, b) MOSFET, ¢) proximity effect, d) ESR, e) penetration depth ja f) eddy
current. (1p/kohta)

Tehtivi 2.
~ Kuvassa 1 on esitetty erdén SIC-diodin virta-jannitekéyréstd rajapintalimpétilan muuttuessa.

a) Madritd U kéyrdston perusteella ko. diodin johtavan tilan vastinpiiri, kun I, =4 Aja

diodin ldmpétila 150°C (2 p)

b) Oletetaan, ettd kokonaisvirta on 12 A ja aiot kytked kaksi ko. diodia rinnan. Miten virta
jakautuu diodien kesken? Pysyyko likimain tasan vai pyrkiikd toinen ottamaan enemmén
kuin toinen? Perustele vastaus kuvan 1 kayréston antaman informaation pohjalta (2 p)

¢) Diodin virran keskiarvo on 4 A ja tehollisarvo 5 A seki rajapintalimpétila150°C . Miki on
diodin johtotilan tehohdvit (2 p) (Kuva 1).
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Tehtévi 3.

IGBT komponentin symboli on esitetty kuvassa 2a ja sen yksinkertainen sijaiskytkentd kuvassa
2b.

a) Miké on kollektori-emitterivirran kulkureitti komponentin johtaessa? (1p)

b) Kuvaa latching ilmion eli maksimikatkaisuvirtailmién olemassaolon syy ja mekanismi IGBT
komponentissa (2 p)

c) Miti tarkoitetaan current tailing ilmi6ll4 ja mihin se vaikuttaa? 2)

d) Jos IGBT virrasta tiedetdsin DC and RMS komponentit, niin kumman valitset johtavuustilan
tehohévididen médrittdmiseksi ja miksi? (1)
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Kuva 2.
Tehtiva 4.
Tehtdvindsi on  suunnitella diodin  estotilaan C R
kytkeytymisen aikana ilmenevén virdhtelyn vihentivi e 5,
piiri (s.o. snubber) kéyttien sarjaan kytkettyd RC -piirid E, E
kuvan 3 mukaisesti. Tiedetifin, etti ko. vérdhtelyn
taagjuus  f=30MHz ja se johtuu piirin haja- o *DL .

induktansseista ja — kapasitansseista. Hajainduktanssin

suuruudeksi on mddritetty 10 pH. Kéytdi Raymond

Ridleyn kehittdmaa resonanssipiirin ominaisimpedanssiin Kuva 3
perustuvaa menetelméa.

Resonanssitaajuus ja ominaisimpedanssi voidaan mrittis relaation Z, = Zperustuen, jossa

L ja C tarkoittavat kelaa ja kondensaattoria.

a) Mitoita C, (2 p)
b) Mitoita R, (2 p)
¢) Mikd on alkuperdisen piirin hajakapasitanssin suuruus? (2 P)
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Tehtiva 5.

a) Muidrittele magneettipiirin syddmen ja kddmien hévidldhteistd véhintddn nelja (4p). b)
Kuvassa 4a on esitetty syddnmateriaalin tyypillinen BH kdyrd. Kuvassa 4b on esitetty kelan
virran muoto. Piirrd sitd vastaava kelan sydimen BH kdyrdmuoto kuvan 4a mukaisesti, kun

oletetaan, ettd lBlmX <lB[mt (Ip). ¢) Oletetaan, ettd muuntajan suunnittelu on sydén-

hiviorajoitteinen, jonka on todettu kuumenevan litkaa. Syddmen kokoa ja jadhdytysolosuhteita
ei ole mahdollista muuttaa. Mit4 teet lampoétilan alentamiseksi? (1p)
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